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技術 ノー ト

一 軸 性 圧 力 印加 装 置

工学部 森 谷 明 弘

静水圧 や一軸 性圧力 を印加 すること,によって,結 晶の格子間隔や対称性の変化 に伴 う現象 を検知 して,

固体物性の一端 を明 らかにしようとする試みは古 くからなされ,数 多 くの研究発 表が見 られる。我 々は,

これまで,固 体表面に澄け る反射率 を表面電界で変調 して,固 体の電子帯構造に関す る情報 を精度 良 く

得 られる反射光電界変調分光法(E■ecもrOrbnectance)に 関 する実験 を行 って きたが,こ の

方法 を用 いて も,調 べてい る試料の電子 帯構造 中に,エ ネル ギー間隙の値が,互 に,接 近 している光学
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的遷移 が二 つ以上存在す る場合 には,変 調 スペク トルの構造 が重な り合 い,電 子帯構造 のパラメータを

正確に決定 す ることがで きない。 しかし,試 料 に一 軸性圧力 を印加することに よって,こ れらの構造 を

分離 し,エ ネル ギー間隙の領 や変形ポテンシャ.ル等の値 を求 めることがで きる。 また圧力下におけ る値

を外挿す ることにょって,圧 力が加 わっていない場合の値 を求 めることがで きる。

図は,そ の一 軸性圧力印加装置である。変調 スペク トルは低温 になるほど,微 細構造 が明 らかになる

ことか ら,こ の装置では,液 体ヘ リウム温度 以下 でも測定可能 なよ うにデュアに排気バルブを備 えてい

る。図(わ)に於 いて,デ ュア以外 の外枠 は,す べて,鉄 製 で,左 上 には,バ ランス用の錘 を取付 けてある。

また,支 点 と力点 を1:4に 分 ける点 にpushユodを 置 き,staticユo勘dで,圧 力を印加 して

ゆ く。 図中,液 体ヘ リウムに浸す部分 は,す ぺて,スステンレス製である。内径8伽 のSupporttu.be

の 中 にス リ合せでpush■Odが 通 っ て齢 り,Sampユeσelユ の ピス トン部 に圧力 を伝達す る(図

(a)のC)。 圧 力 が,真 に一軸的 に,か つ,均 一に試料 に印加 で きるように,ピ ス トン部の ス リ合せ面は,

す べて,鏡 面研 磨 し,lod部 の一端 を丸 くしてある。Fは 試料で,現 在 は,1麗 ×1纏 ×10厩 に仕

上 げたSi単 結晶を用い ている。Eは 試料 と系を絶縁す るための肩英板 である。G嫁 試料 と光軸 を一致

さすための ものである。 この装置 で1伽 ×1伽 の試料断 面積 に対 して,最 大15KBarま で圧力 を印

加す ることがで きる。 な診,印 加圧力の値 は,試 料 の部分に圧力測定器 を置いて,stat■Cload

の値 と実際 の印加圧力の値 を比較校正 してお くか,ま たは,Gに 圧電素子 を置 くことによって,測 定 す

ることがで きる。

デュアの窓は,す べて,石 英製で,測 定可能 な光の波長は,.0.2～3μ であ る。 この装置の特長は,

Samp■eCe■1だ け をとウ出 して,比 較的簡単 に,試 料 の叡付けがで きることである。

この装置 を用いれば,上 記以外の実験,例 えば,ル ミネッセンスの一軸性圧力依存性,ピ エ ゾ抵抗,

圧電気 等 の研究を行 うことがで きる。
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